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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Verfahren zur Herstellung eines beidseitig prozesslerten integrierten Schaltkreises 

@ Verfahren zur Herstellung eines integrierten Schaltkrei- 
ses, bei dem zunachst ein erstes Substrat mit einer Schal- 
tungsstruktur und einer daruber angeordneten, aus einer 
Oder mehreren Lagen bestehenden Metallisierungsstruk- 
tur mit Durchkontaktierungslochern zur Waferruckseite 
hin versehen wird, wobei die Durchkontaktierungslocher 
gegen die Schaitungsstruktur isoliert werden und uber 
der Metallisierungsstruktur eine Plana risierungsschicht 
angeordnet wird und der auf diese Weise erhaltene erste 
Wafer auf einen Handlingwafer umgebondet wird, und 
das erste Substrat von der Ruckseite her gedunnt wird, so 
daf^ die Durchkontaktierungslocher offen sind bzw. die 
metailisierten Anschlusse freiliegen. 
Ein Problem bei der Herstellung von integrierten Schalt- 
kreisen stellt die Verdrahtung dar, die bei immer kleiner 
werdenden Struktureinheiten und groRerer Funktionalitat 
immer komplexer werden, wodurch die Verdrahtung pro- 
■ blematisch wird. Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein 
I Verfahren anzugeben, mit dem eine Verdrahtung auch bei 
komplexen integrierten Schaltkreisen mit vertretbarem 
Aufwand und niedrigen AusschuBraten moglich ist. 
Diese Aufgabe wird gelost, indem auf der Chipruckseite 
eine zweite Metallisierungsstruktur erzeugt wird, welche 
mittels der Durchkontaktierungen mit der ersten Metalli- 
sierungsstruktur und/oder der Schaitungsstruktur ver- 
bunden wird. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
beidseilig prozessieiten integrierten Schallkreises, einen 
nach diesem Verfahren hergestellten Schaltkreis sowie ein 5 
Modul bzw. eine Chipkarte mit einem derart hergestellten 
Schaltkreis. 

Ein bcsonderes Problem bei der Herstellung von inte- 
grierten Schaltkreisen im allgemeinen stellt die Verdrahtung 
dar, die bei immer kleiner werdenden Strukturbreiten und 10 
grofierer Funktionalitat immer komplexer wird. Dies fiihrt 
dazu, daB bei der Verdrahtung der Chips die Metallisierung 
in mehreren Lagan erfolgt bzw. die Anzahl der Lagen mit 
steigender Chipkomplexitat sich standig erhoht. Es ergibt 
sicb dabei die Schwierigkeit, dafi nicht beUebig viele Metal* 15 
lisieningslagen ubereinander angeordnet werden konnen. 

Aus dem Stand der Technik sind vertikal integrierte 
Schaltkreise bekannt. Die vertikale Systemintegration stellt 
ein Verfahren zur Verfligung, bei dem ein Chip bzw. ein Wa- 
fer gediinnt und auf einen anderen Chip bzw. Wafer gebon- 20 
det wird. Ein Verfahren zur Herstellung einer dreidimensio- 
nalen integrierten Schaltung ist beispielsweise aus der deut- 
schen Offenlegungsschrift DE-OS 44 33 845 bekannt. Dort 
wird ein Verfahren angegeben, bei dem zwei fertig prozes- 
sierte und mit Metallisierungsstruktunen versehcnc Sub- 25 
strate miteinander verbunden werden. Die gediinnten Wafer 
werden in einzelne Chips zerlegt und auf das untere Substrat 
aufgebracht, wobei vor dem ZusammenfLigen der Substrate 
zumindest eines der Substrate einem Funktionstest unterzo 
gen wird, mit dem fehlerhafte Chips ausgesondert werden. 30 
Es wird dabei jeweils die Metallisierungsstruktur des unte- 
ren Wafers mit der Bauelementeebene des oberen Wafers 
verbunden, so dafi ein integrierter Schaltkreis mit zwei oder 
mehreren voneinander unabhangig hergestellten Chips ent- 
steht. 35 

Der Nachteil dieser Verfahren besteht darin, daB jede Me- 
tallisierungsstrukfiir einer Schaltkreisstruktur zugeordnet ist 
und beim Zusammenfugen der Strukturen eine hohe justier- 
genauigkeit gefordert ist oder holie AusscbuBraten in Kauf 
genommen werden miissen. 40 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren anzu- 
geben, mit dem eine Verdrahtung auch bei komplexen inte- 
grierten Schaltkreisen mit vertretbarem Aufwand und nied- 
rigen AusschuBraten moglich ist bzw. einen integrierten 
Schaltkreis anzugeben, der nach diesem Verfahren ha:ge- 45 
stellt ist. 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB An- 
spruch 1 bzw. einen integrierten Schaltkreis nach Anspruch 
13 gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind 
in den abhangigen Ansprtichen angegeben. 50 

Das Wesen der Erfindung besteht darin, daB ein fertig pro- 
zessierter Wafer, d. h. ein Substrat mit einer Schaltungs- 
su^iktur und einer dariiber angeordneten, vorzugsweise aus 
mehreren Lagen bestehende Metallisierungsstruktur auf ei- 
nen Handlingwafer umgebondet wird, nachdem die Struktur 55 
mit Durchkontaktierungslochem zur Waferriickseite bin 
versehen wurde, welche gegen das Siliziura isoliert wurden. 
Nach dem Umbonden wird das erste Substrat von der Rtick- 
seite her gediinnt, so daB die Durchkontaktierungslocher of- 
fen sind bzw. die metallisierten Anschliisse fireiliegen. Auf 60 
der Chipruckseite wird nun eine zweite Metallisierungs- 
struktur erzeugt, welche mittels der Durchkontaktierung mit 
der ersten Metallisierungsstruktur verbunden wird. 

Mit dem erfindungsgemaBen Verfahren kann ein inte- 
grierter Schaltkreis hergestellt werden, bei dem eine Schal- 65 
tungsstruktur beidseitig mit einer Metallisierungsstruktur 
versehen wird. Durch die direkte Prozessierung auf der ge- 
diinnten Schaltungsstruktur ist der Aufwand fiir die Positio- 
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nierung nicht hoher als bei der herkommlichen, einseiiigen 
Metallisierung. Auf diese Weise ist es moglich. eine \fer- 
drahtung auch fur sehr kleine Strukturbreiten zur Verfugung 
zu stellen bzw. eine derartige Verdrahtung zu ermoglichen. 

Eine noch genauere Justierung und damit eine weitere 
Verringerung der AusschuBrate fiir die zweite Metallisie- 
rungsstruktur wird erreichi, wenn vor dem Diinnen des Sub- 
strats bzw, vor dem Umbonden auf den Tragerwafer Justier- 
marken geatzt werden, die von der Ruckseite her erkennbar 
sind. 

Um separate Verfahrensschritte fiir das Atzen der Justier- 
marken und der Durchkontakderungslocher zu vermeiden 
ist es vorteilhaft, sowohl die Durchkontaktierungslocher als 
auch die Justiermaricen im gleichen Verfahrensschritt zu at- 
zen. 

Im weiteren hat es sich als vorteilhaft enviesen, die 
Durchkontaktierungslocher vor dem Diinnen zu metallisie- 
ren. Auf diese Weise kann derDiinnprozeB bei Eneichen der 

Metallisierung der Durchkontaktierungslocher beendet wer- 
den. Altemativ dazu kann die Metallisierurig nach dem 
DiinnprozeB vorgenommen werden, wobei in diesem Fall 
der DiinnprozeB bei Erreichen der Durchkontaktierungslo- 
cher beendet wird. 

Beim beidseitigen Aufbringen von Metallisierungsskuk- 
turen fiir die Verdrahtung bietet sich weiterhin fiir verschie- 
dene sicherheitsrelevante Anwendungen die Moglichkeit, 
deh Chip von beiden Seiten her mit einer Metallisierungs- 
ebene zu schiitzen, welche als Bohrschutz dient. Auf diese 
Weise kann ein sicherer Chip erzeugt werden, ohne daB zu- 
satzliche Verfahrensschritte zum Aufbringen des Bohrschut- 
zes notwendig werden. 

Fiir umfangreichere Schaltungsstrukturen ist es sinnvoll, 
als ersten Wafer ein Substrat mit vergrabener Oxid-Schicht 
zu verwenden, wobei diese Oxid-Schicht eine isolierende 
Wuicung aufweist, so daB es moglich ist, auf beiden Seiten 
der Oxid-Schicht eine Schaltungsstruktur aufoubringen. Da- 
bei kann nach dem Verfahrensschritt des Umbondens auf 
den ersten Handlingwafer die Riickseite des Substrats ge- 
diinnt werden, um anschlieBend auf dieser Ruckseite eine 
zweite Schaltungsstruktur zu prozessieren. Im AnschluB an 
die Prozessierung der zwei ten Schaltungsstruktur kann in 
vorteilhafter Weise mit der Prozessierung der Metallisie- 
rungsstruktur fortgefahren werden. Im AnschluB an die I¥o- 
zessierung der Metallisierungsstruktur wird der Wafer auf 
der Riickseite planarisiert und auf einen zweiten HandUng- 
wafer umgebondet, so daB mit der Prozessierung einer Me- 
talUsierungsstruktur auf der ersten Schaltungsstruktur fort- 
gefahren werden kann. Dies ist dann erfarderlich, wenn das 
Substrat mit vergrabener Oxid-Schicht nicht bereits zu An- 
fang mit einer Metallisierungsstruktur auf der ersten Schal- 
tungsstruktur versehen war. 

Die Durchkontaktierungslocher werden bei der Struktur 
mit vergrabener Oxid-Schicht in vorteilhafter Weise vor 
dem Umbonden auf den ersten Handlingwafer durchgeatzt 
und metallisiert. 

Es ist noch zu erwahnen, daB gemaB einer weiteren vor- 
teilhaflen Ausgestaltung der Erfindung der beidseitig pro- 
zessierte Wafer mit einem oder mehreren weiteren ein- oder 
beidseitig prozessierten Wafem zu. einem Chipstapel ver- 
bunden werden kann. 

Der unabhangige Anspruch 13 der Anmeldung beschreibt 
einen nach dem erfindungsgemaBen Verfahren hergestellten 
Schaltkreis. Dieser Schaltkreis weist einen Aufbau auf, bei 
dem iiber der Schaltungsstruktur eine ein- oder mehrschich- 
dge Metallisierungsstruktur angeordnet ist und bei der im 
weiteren unterhalb der SchaltungssUiiktur eine zweite Me- 
tallisierungsstruktur vorhanden ist. Die erste und zweite 
Metallisierungsstruktur sind mittels Inter-Chip- Verbindun- 
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gen mileinander verbunden. 

Der integrierte Schaltkreis wcisl im wciteren vorteilhafte 
Ausgestaltungen auf, die sich aus den Verfahrensschritten 
ergeben. So kann der integrierte Schaltkreis beispielsweise 
beidseitig mit einer Bohrschutzschichl versehen sein, er 
kann weiterhin ein Substrat mit vergrabener Substratschicht 
und damit zwei unterschiedliche Schallungsstrukluren bein- 
halten. SchlieBlich kann der erfindungsgemaBe integrierte 
Schaltkreis mit weiteren integrierten Schaltkreisen, welche 
ebenfalls beidseitig prozessiert sind oder mit einseitig pro- 
zessierten Schaltkreisen bzw. Wafem oder Chips gestapelt 
werden. 

Der unabhangige Anspruch 17 stellt ein Modul unter 
Schutz, welches zum Einbau in eine Chipkarte geeignet ist 
und einen integrierten Schaltkreis gemaB den Anspriichen 
13 bis 16enthalt. 

Der weiterc unabhangige Anspruch 21 stellt eine Chip- 
karte unter Schutz, welche einen integrierten Schaltkreis 
bzw. ein Modul nach der Erfindung beinhaltet. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand der Fig. 1 und 2 
naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig« 1 die verschiedenen Herstellungsschritte eines inte- 
grierten Schaltkreises nach dem erfindungsgemaBen Verfah- 
ren (Fig. la-lg) und 

Fig, 2 eine mogliche Herstellungsreihenfolge fiir einen 
integrierten Schaltkreis mit einem Substrat mit vergrabener 
Oxid-Schicht (Fig. 2a-2d). 

Die Fig. la zeigt ein Ausgangssubstrat mit einer bereits 
prozessierten, d. h. mit einer Schaltungsstruktur versehenen 
Siliziumscheibe 1. Auf dieser Siliziumscheibe wurde bereits 
eine Metallisierungsstruktur 2 aufgebracht, welche die Ver- 
drahtungselemente 3 enthalt, die im Falle der Fig, la drei- 
schichtig ausgefuhrt ist. Eine der Metallisierungsschichtcn, 
vorzugsweise die oberste, kann als Bohrschutzfolie ausge- 
staltet sein. Mit dieser Schicht kann erkannt werden, wenn 
der Vcrsuch unternommen wird, die Metallisierungsschich- 
tcn abzutragen, um den Inhalt der Schaltungsstruktur, bei- 
spielsweise eines Speichers, auszulesen. 

Die Fig, lb zeigt die Waferanordnung nach dem nachsten 
Verfahrensschritt, bei dem durch die Metallisierungsstruktur 
2 Durchkontaktierungsldcher 4 bis in die Schaltungsstruktur 
1 hinein geatzt wurden. 

Die folgende Fig. Ic zeigt die Anordnung nach dem Iso- 
lieren der Durchkontaktierungslochcr 4 mit einer Isolier- 
schicht 6 und nach der Metallisierung mit einem leitfahigen 
Material 5, welche die spatere elekuische Inter-Chip- Ver- 
bindung (ICV) herstellt. Die Metallisierung der Inter-Chip- 
Verbindung kann sich iiber die Metallisierungsstruktur 2 
hinaus erheben und ist mit einem AnschluB einer Metallisie- 
rungsebene verbunden. Im weiteren enthalt der Aufbau nach 
Fig, Ic eine Planarisierungsebene 7, welche dazu dient, die 
Oberflache des Chips einzuebnen, um, wie in Fig. Id ge- 
zeigt, einen Handlingwafer 8 mittels einer Klebeverbindung 
9 aufzubringen. 

Nachdem der soweit hergestellte integrierte Schaltkreis 
auf den Handlingwafer 8 aufgebracht wurde, kann die Riick- 
seitenprozessierung wie in Fig. le dargestellt, beginnen. Der 
erste Schritt beinhaltet das Dunnen der Siliziumscheibe 1, 
welches in mehreren Schritten erfolgt. Der letzte Schritt des 
Diinnens besteht in einem Atzvorgang, welcher gemaB der 
Ausfuhrung nach Fig. 1 bei Erreichen der Metallisierung 5 
gestoppt wird. GemaB einer altemativen Variante sind die 
Durchkontakderungslocher in diesem Verfahrensstadium 
noch nicht metallisiert, so daB in diesem Fall der Atzvor- 
gang gestoppt wird, wenn die Metallisierungslocher freili©- 
.gen. 

In Fig. If ist der integrierte Schaltkreis daigcstellt, nach- 
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dem die Ruckseite des Siiziums 1 niit einer Metallisierungs- 
struktur 10 mit den Metallbahnen 11 prozessiert wurde. Die 
Prozessierung erfolgt durch ein schichtweises Aufbringen 
der Metallisierungsebenen, wobei hier eine Verbindung zwi- 
5 schen der Metallisierung 5 in den Durchkontaktierungslo- 
chem 4 mit Anschliissen der Metallisierungsstruktur 10 ver- 
bunden wurden. Zur Justierung konnen hierbei Jusliermar- 
ken Ycrwendet werden, die auf die gleiche Art wie die 
Durchkontaktierungsldcher 4 erzeugt werden. Auf diese 
10 Weise werden fiir die Prozessierung mit der Metallisie- 
rungsstruktur 10 die genauen Positionsdaten festgelegt 

Die Fig, Ig zeigt schlieBlich einen fertigen, beidseitig 
prozessierten Wafer nach Entfemen des Handlingsubsirats 
8. 

15 Die Fig. 2 zeigt die wichtigsten Herstellungs- bzw. Ver- 
fahrensschritte bei der Verwendung eines Subsd-ats mit ver- 
grabener Oxid-Schicht fiir das erfindungsgemaBe Verfahren. 

In Fig. 2a ist eine Siliziumscheibe 21 dargestellt, die mit 
einer vergrabenen Oxid-Schicht 22 versehen ist. Die vergra- 

20 bene Oxid-Schicht 22 wird beispielsweise dadurch herge- 
stellt, dafi man in einen monokristallinen SiliziumsubsU^l 
eine hohe Sauerstoffdosis implantiert, so daB eine vergra- 
bene SiOz-Schicht entsteht, uber der eine monokristalline 
Siliziumschicht angeordnet ist. In Fig, 2a sind weiterhin die 

25 Schaltungs'strukturen, welche bereits auf der Oberseite der 
vergrabenen Oxid-Schicht 22 angeordnet sind, durch die 
Wannen 23 symbolisiert. D. h. die Fig, 2a zeigt einen ober- 
halb der vergrabenen Oxid-Schicht prozessierten Wafer. In 
dieser Figur sind weiterhin Durchkontaktierungsldcher 25 

30 angeordnet, welche vorzugsweise durch die vergrabene 
Oxid-Schicht in einem beispielsweise dreistufigen Atz ver- 
fahren hergestellt wurden, bei dem verschiedene Materia- 
lien zum Atzen verwendet wurden, welche zum einen das 
Atzen im Silizium, zum anderen das Atzen in der vergrabe- 

35 nen Oxid-Schicht erlauben. Im weiteren ist in der Fig. 2a 
eine Planarisierungsschicht 24 vorgesehen, welche vorzugs- 
weise aus einem Planarisierungsoxid besteht. 

In Fig, 2b ist ein Substrat dargestellt, welches bereits 
oberhalb der Planarisierungsebene 23 mit einem Handling- 

40 wafer 26 verbunden ist. Im weiteren ist das Substrat von der 
Ruckseite her gediinnt bis zur Sollrestdicke. Die Silizium- 
scheibe mit Planarisierungsschicht weist typischerweise 
eine Dicke von ca. 20 ^m auf. 
Die Fig. 2c zeigt das SubsU:at 2b, nachdem die Inter- 

45 Chip- Verbindung 25 metallisiert wurde und die Riickseitc 
des Siliziums, d. h. das Silizium unterhalb der Oxid-Schicht 
mit einer SchaltungssUukmr, angedeutet durch eine Wanne 
27, prozessiert wurde. Im weiteren wurde im AnschluB an 
das Silizium eine Metallstruktur 28 aufgebracht, welche die 

50 Leiterbahnen und Kontaktflachen 29 beinhaltet. 

Die Fig. 2d zeigt das Substrat nach dem Umbonden auf 
einen zweiten Handlingwafer 30 und nach Aufbringen der 
Metallisierungsstruktur 31. 
Durch die Verwendung einer vergrabenen Oxid-Schicht 

55 im Silizium wird es in vorteilhafter Weise moglich, zwei, im 
wesentlichen voneinander unabhangige Schaltungsstruktu- 
ren zu erzeugen, und somit die Integrationsdichte und die 
Funktionalitat des integrierten Schaltkreises zu erhohen. 
Im AnschluB an die Darstellung der Fig, 2d wird noch der 

60 Wafer 21, 20, 30 in einzelne Chips zersagt und der Hand- 
lingwafer 30 entfemt. 

Patentanspriiche 

65 1 . Verfahren zur Herstellung eines integrierten Schalt- 
kreises, bei dem zunachst ein erstes Substrat mit einer 
Schaltungsstruktur (1) und einer darUber angeordneten, 
aus einer oder mehreren Lagen bestehenden Metallisie- 
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ningsstruktur (2, 3) mit Durchkontaktierungsldchem 

(4) zur Waferruckseitc hin versehen wird. wobei die 
Durchkontaktierungslocher (4) gegen die Schaltungs- 
struktur (1) isoliert werden und Uber der Metallisie^ 
rungsstniktur (2, 3) eine Planarisierungsschicht (7) an- 5 
geordnet wird und der auf diese Weise erhaltene erste 
Wafer auf einen Handlingwafer (8) umgebondet wird, 
und das erste Substrat von der Riickseite her gediinnt 
wird, so daB die Durchkontaktierungslocher (4) offen 
sind bzw. die metallisierten Anschlusse (5) freiliegen, lo 
dadurch gekennzeichnet, daB auf der Chipruckseite 
eine zweite Metallisierungs struktur (10,11) erzeugt 
wird, welche mittels der Durchkontaktierungen (5) mit 
der ersten Metallisierungs struktur (2. 3) und/ oder der 
Schaltungsstruktur (1) verbunden wird. 15 

2. Verfahren nach Anspmch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB vor dem Diinnen des Substrats (1) bzw. vor 
dem Umbonden auf den Tragerwafer (8) Justiermarken 
geatzt werden, welche zumindest nach dem Diinnen 
der Substratriickseite erkennbar sind. 20 

3. V^fahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Atzen der Justiermarken gleichzeitig mit 
der Erzeugimg der Durchkontaktierungslocher (4) er- 
folgt 

4. Vafahren nach einem der vorheigehenden Ansprii- 25 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Durchkontaktie- 
rungslocher (4) vor dem Dunnen metallisiert werden 
und der DiinnprozeB mit Erreichen der Metallisierung 

(5) der Durchkontaktierung beendet wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 30 
durch gekennzeichnet, daB die Durchkontaktierungslo- 
cher (4) nach dem Dunnen metallisiert werden und der 
DUnnprozeB bei Erreichen der Durchkontaktierungslo- 
cher (4) beendet wird. 

6. Vorfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dar 35 
durch gekennzeichnet, daB zumindest eine der beidsei- 
tig an der Schaltungsstruktur (1) angeordneten Metalli- 
sierungsstrukturen (2, 3, 10, 11) wenigstens eine Meta- 
llisierungs ebene aufweist, welche als Bohrschutz dient. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 40 
durch gekennzeichnet, daB der erste Wafer iiber eine 
vergrabene Oxid-Schicht (22) mit isolierender Wir- 
kung verfiigt, wobei zumindest auf einer Seite der 
Oxid-Schicht eine Schaltungsstruktur (23) realisiert ist, 
welche mit den beidseitig angeordneten Metallisie- 45 
rungsstrukturen verbunden ist. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB nach dem Umbonden auf einen ersten Hand- 
lingwafer (20) und Dunnen des Wafers auf der anderen 
Seite der Oxidschicht (22) eine zweite Schaltungs- 50 
struktur (27) erzeugt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Riickseite mit einer MetaUisierungsstruk- 
tur (10, 11, 28, 29) prozessiert und planarisiert wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 7-9, dadurch 55 
gekennzeichnet, daB der so erzeugte Wafer auf einen 
zweiten Handlingwafer (30) umgebondet wird und die 
erste Schaltungsstruktur (23) mit einer Metallisie- 
rungsstruktur versehen wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 7-10, da- 60 
durch gekennzeichnet, daB die Durchkontaktierungslo- 
cher (25) vor dem Umbonden auf den ersten Handling- 
wafer (20) durchgeatzt und metallisiert werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1-11, da- 
durch gekennzeichnet, daB der beidseitig prozessierte 65 
Wafer mit einem oder mehreren weiteren ein- oder 
beidseidg prozessierten Wafem zu einem Chipstapel 
verbunden werden. 
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13. Integrierter Schaltkreis mit einem Substrat, wel- 
ches eine Schaltungsstruktur (1) und eine iiber der 
Schaltungsstruktur angeordnete, ein- oder mehrschich- 
Uge Metallisierungsstruktur (2, 3) aufweist, dadurch 
gekennzeichnet, daB auf der anderen Seite der Schal- 
tungsstruktur (1) eine zweite Metallisierungsstruktur 
(10,11) angeordnet ist, wobei die erste und zweite Me- 
tallisierungsstruktur mittels Inter-Chip- Verfoindungra 
(4, 5) verbunden sind. 

14. Integrierter Schaltkreis nach Anspruch 13, da- 
durch gekennzeichnet, daB mindestens eine Mctallisie- 
rungsschicht wenigstens einer Metallisierungsstruktur 
(2, 3, 10, 11) eine BohrschutzschichL isi. 

15. Integrierter Schaltkreis nach Anspruch 13 oder 14, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schaltungsstruktur 
(1, 23, 27) auf einem Substrat mit vergrabener Oxid- 
schicht (22) angeordnet ist, wobei die Schaltungsstruk- 
tur auf beide Seiten der Oxid-Schicht verteilt ist. 

16. Integrierter Schaltkreis nach einem der Anspriiche 
13-15, dadurch gekennzeichnet, daB er aus einem 
CJhipstapel besteht, der aus einem beidseidg prozessier- 
ten integrierten Schaltkreis, der mit einem oder mehre- 
ren weiteren ein- oder beidseitig prozessierten Chips 
verbunden ist, gebildet ist. 

17. Modul zum Einbau in eine Chipkarte mit einem in- 
tegrierten Schaltkreis mit einem Substrat, welches eine 
Schaltungsstruktur und eine iiber der Schaltungsstruk- 
tur angeordnete, ein- oder mehrschichtige Metallisie- 
rungsstruktur aufweist, dadurch gekennzeichnet, dafi 
auf der anderen Seite der Schaltungsstruktur eine 
zweite Metallisierungsstruktur angeordnet ist, wobei 
die erste und zweite Metallisierungsstruktur mittels In- 
ter-Chip- Verbindungen verbunden sind. 

18. Modul nach Anspruch 17 dadurch gekeimzeichnet, 
daB mindestens eine Metallisierungsschicht wenigstens 
einer Metallisierungsstruktur des integrierten Schalt- 
kreises eine Bohrschutzschicht ist. 

19. Modul nach Anspruch 17 oder 18, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Schaltungsstruktur des integrier- 
ten Schaltkreises auf einem Substrat mit vergrabener 
Oxidschicht angeordnet ist, wobei die Schaltungsstruk- 
tur auf beide Seiten der Oxid-Schicht verteilt ist, 

20. Modul nach einem der Anspriiche 17-19, dadurch 
gekennzeichnet, daB der integrierte Schaltkreis aus ei- 
nem Chipstapel besteht, der aus einem beidseitig pro- 
zessierten integrierten Schaltkreis, der mit einem oder 
mehreren weiteren ein- oder beidseitig prozessierten 
Chips verbunden ist, gebildet ist. 

21. Chipkarte mit einem integrierten Schaltkreis bzw. 
einem Modul nach einem der Anspriiche 13-20. 
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